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Одной из актуальных задач современной микроэлектроники является задача исследования   наноразмерных структур при помощи электронной микроскопии. Для изучения состояния МДП-структур может быть применён метод пассивного потенциального контраста, который основан на различиях яркости в изображениях проводящих частей, имеющих разные электрические заряды. Изображение получается в растровом электронном микроскопе под воздействием первичного электронного пучка. Объектом исследования является МДП-структура с плавающим затвором, а одним из методов ее тестирования является определение заряда, хранящегося в плавающем затворе транзистора.

С использованием растрового электронного микроскопа проведены исследования МДП-транзистора с плавающим затвором, которые позволили различать состояние объекта в зависимости от наличия или отсутствия заряда по контрасту изображений. В настоящей работе показаны преимущества метода потенциального контраста перед контактными методами тестирования, и методами зондовой микроскопии. Определены параметры первичного электронного пучка растрового электронного микроскопа, при которых появляются различия в контрасте изображения МДП-структур и описаны причины пропадания контраста изображения   после нескольких воздействий на них первичным электронным пучком.
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